Diode Schottky pe SIC pentru senzori de
temperatura
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Procesul tehnologic de realizare al diodelor Scktt
pe SIC

Diametru: 3 inches
Rezistivitatea: 0.020 Qcm
Grosimea 366.62um

2 straturi epitaxiale:

» unul puternic dopat (n*), 108atomi/cm?,
cu o grosime de 1um

Structura plachetei 4H-SiC detipn »  ynul mai slab dopat (n),

2.23-10%%atomi/cm?, cu o grosime de
36.5um.
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Procesul tehnologic de realizare al diodelor Sckyte SIC

Etape:
1. Curatire chimiai: H,SC, si H,0,
2. Depunerea straturilor de oxid prin tehnica LPCVD:
% Primul strat: Grosime = 700nm;
Densificare : T=100%C, t=30min. Grosime = 616nm;

«» Al doilea strat; 2000nm
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mehnologic de realiza“re al diodelor Sckytt
pe SIC

3. Primul proces de fotogravir deschidere ferestre in oxid prin corodare

NH,F : CH,COOH 400ml:360m! T=30°C, t=11minute;

T=40°C, t=11minute.s Supracorodare
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Procesul tehnologic de realizare al diodelor Scktt
pe SIC

4. Depunerea metalelor prin sputtering: Ni(150nm).1Gn(m), Au(200nm)

t=130minute, grosime= 350nm t=90minute; grosime=250nm

Exfoliere Ni Ni depusn condrii bune
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Procesul tehnologic de realizare al diodelor Scktt
pe SIC

5. Al doilea proces de fotogravis definirea ariei contactului Schottky

D1 —> 4000urd
D2 — > 8000um
D3 —> 16000urA

D4 —> 24000urd
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Procesul tehnologic de realizare al diodelor Scktt
pe SIC

6. Tratament termic pentru contactul Schottky (RTP AS One)

Pas 25°C/s pana la 500°C Pas 5°C/s pana la 300°C

Profile of : Annealing-Ar-500
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Diagrama tratamentului termith atmosfed de Ar
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rocesul tehnologic de realizare al diodelor Sckptt
pe SIC

7. Analiza de difrage de raze X pentru verificarea catit metalului de contact (Ni)
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Difractograme inregistrate Thaint@ dupz tratamentul
termic pentru stratul de Ni depus pe SiC
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Procesul tehnologic de realizare al diodelor Scktt
pe SIC

8. Calcularea diametrului mediu de cristalite in metalymeéind
datele inregistrate Tnasuiitorile de difratie de raze X

Halder-\Wagner method
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S-au nasurat 12 diode la temperatura camerei>

CARACTERIZAREA ELECRIA DIODELOR

SCHOTTKY PE SIC

3 structuri

Caracteristici directe
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Evidenierea diferepelor dintre cele 4 diode
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Tensiunea Directa, VF(V)

de pe aceea structurd

2.0

Curentul Direct,/ (A)

0.01
1E-4 |
i m D1_Strl
= O Dl_Str2
3 Js ¥ D1_Str3
1E-6 | L
1E-8 |
1E-10 |
1E-12 L~ P R P
0.0 1 1.6 2.0
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Evidenierea dispersiilor dintre diodele cu
aria 1 de pe 3 structuri diferite
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CARACTERIZAREA ELECRICA DIODELOR
SCHOTTKY PE SIC
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Caracteristica direci a diodel
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CARACTERIZAREA ELECRICA DIODELOR
SCHOTTKY PE SIC
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Curentul Direct, / (A)

CARACTERIZAREA ELECRICA
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Dioda Schottky — senzor termic

DIODELOR
SCHOTTKY PE SIC
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Comportarea unei diode Schottky pe SiC cu tempexatu
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CARACTERIZAR

——_-——"_

SCHOTTKY RPE SIC

D1

T(°C) 50 75 100 125 150

I(A) 5.96E-16 2.49E-14 | 6.961E-13 1E-11 5.229E-10
n 1.098 1.11 1.11 1.11 1.0916
Dg,(V) 1.15 1.136 1.115 1.103 1.0415
Rs(@) 226.24 268.817 279.329 340 406.504
D2

T(0C) 50 75 100 125 150

IS(A) 3.929E-15 8.462E-14 | 1.2E-12 1.64E-11 | 1.58E-1C

n 1.1 1.11 1.123 1.15 1.16
®Bn(V) [1.121 1.12 1.12 1.11 1.1

Rs() 82.918 101.01 121.359 147.492 177.619
D3

T(0C) 50 75 100 125 150

IS(A) 3.2199E-15 | 1.094E-13 1.59e-12 3.589E-11 3.58e-1j0
n 1.12 1.1 1.117 1.123 1.16
®Bn(V) [1.146 1.13 1.13 1.1 1.097
Rs() 67.98 74.794 86.5 112.866 112.612
D4

T(0C) 50 75 100 125 150

IS(A) 5.3E-14 5.89E-13 | 4.43E-12 1.136e-1fL.  8.84E-1pD
n 1.18 1.14 1.13 1.156 1.17
®Bn(V) [1.079 1.095 1.11 1 1.0789
Rs(?) 64.47 68.91 80.19 85.17 88.96

Parametrii celor 4 diode @surate la temperaturile
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indicate

Curentul de saturatie, / (4)

Factorul de idealitate, n
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CARACTERIZAREA ELECRICA DIODELOR
SCHOILIKY PE SIC

Bariera de potenal Rezistera serie
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9/27/2012 17



CARACTERIZAREA ELECRICA DIODELOR

SCHOTIKY PE SIC
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1.0

CARACTERIZAREA ELECRICA DIODELOR

SCHOTTKY PE SIC

o o
(o] e}
1 1

Tensiunea Directa, V (V)
o
EN
I

o
N
T

0.0

\O\O:OSA

—=—| =10°A
—0—1.=10"A
—e— | =10"A
—o—1=10"A

40

80 120
Temperatura, 7(°C)

160

Ve =V (T)D npg, _[ Wy, ~ V(% ](

Dependera tensiunii directe n funie de temperatut,la diferiti
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SCHOTTKY PE SIC

AV,
S(T) =4 Ol e~ (T)/

D1

I(A) 10 108 107 106 10°
S(mVIK) | 3.55 3.27 3 243 2.45
D2

I(A) 10° 108 107 106 105
S(mV/K) | 3.26 3.03 2.79 2.55 2.32
D3

I(A) 109 108 107 106 105
S(mVI/K) | 3.03 2.76 2.48 2.21 1.94
D4

I(A) 10° 108 107 106 105
S(mVIK) | 2.78 2.57 2.36 2.15 1.94

Valorile sensibiliizzii la diferizi curenyi constani

pentru cele 4 diode ésurate
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CARACTERIZAREA ELECRICA DIODELOR

Curentul Direct, /(A)

1E-4

Variagia sensibilitizii la cresterea curentului
direct aplicat, pentru diodele Schottkyisnrate
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Concluzii

e S-au fabricat diode Schottky pe SiC pentru senzori de teatyer

* S-au crescut 2 straturi de oxid: primul fiind densificat l& TO0®C, timp de

30minute, pentru ainerea rampei

e Timpul si temperatura optime pentru corodarea oxidului: t=11n@nlit30C

* Factorul de idealitate este aproape constant cu feriemperaturiisi are o valoare
apropiai de 1

* Bariera Schottky este aproximativ constagti temperatura, avand valori cuprinse
intre 1.08Vsi 1.15V

* Sensibilitatea senzorului: S=[1.94-3.55|mV/K.

* S scade cu ceterea curentului de polarizagearia acti\a.

e Pentru senzori de temperailge recomand

e Diode Schottky pe SiC polarizate direct la cuienici.
e Diode Schottky de arie mic
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Va multumesc pentru atentie!
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